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１．概要（Summary） 

高性能の熱電発電デバイスを作製するには、熱伝導率

の高い熱伝導層を作る必要がある。完成した熱電発電装

置にスパッタリング法を用いて絶縁層/密着層/金属層構

造の熱伝導層を作製し、その発電効率を測定した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  全自動スパッタ装置 

【実験方法】 

Cu / TiN / SiO2構造を使用して熱伝導層を作製し、準備

プロセス中に温度とアルゴンと窒素の比率を変更すること

により、異なる結晶構造を持つ熱伝導層を作製した。 

Sample 1. Cu / TiN / SiO2  Ar:N2=19:1 

Sample 2. Cu / TiN / SiO2  Ar:N2=18:2 

Sample 3. Cu / TiN / SiO2  Ar:N2=17:3 

Sample 4. Cu / TiN / SiO2  Ar:N2=16:4 

Sample 5. Al / TiN / SiO2  Ar:N2=16:4 

Sample 6. Cu / Al2O3 / SiO2   

また、金属層の熱伝導層として Al を使用し、密着層と

して Al2O3を使用し、成膜温度を変更するなどを試みた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に熱伝導層のスパッタ後のリフトオフのサンプル

像を示す。Fig. 2 は、作製したデバイスの熱電性能であ

る。この熱電発電デバイスは、温度差を電気エネルギー

に変換する性能を備えており、同時にデバイスのサイズ

が小さくなり、小さな面での製造に適している。 

  

Fig. 1 OM image of the fabricated sample. 

 

Fig. 2 I–V and power curves of SiNW-TEGs with 6 

different TC layers. 
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